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緒言 半導体ナノ粒子は、量子閉じ込め効果によりバルクとは異なる性質を示す。それを利用

し、太陽電池[1]やレーザー[2]などといった光学素子への応用が進められている。これらの更な

る発展には、ナノ粒子の粒径変化に伴う光学定数の変化を明らかにすることが重要となる。本

研究グループでは、分光エリプソメトリ(SE)を用いて、非破壊で簡便なナノ粒子の誘電率スペ

クトルの測定・解析法を提案してきた[3]。 ここでは、本手法を用いて、CdTe ナノ粒子(nc-CdTe)

の光学定数の粒径依存性について調べた。 

実験 nc-CdTe は水熱合成法により作製したものを用いた。水溶液中の nc-CdTe は、SE 測定用

の試料として Layer-by-Layer 法により SiO2基板上に積層させた。この際、nc-CdTe と SiO2基板

間の吸着層として、ポリマー（PDDA, PAA）を用いた。作製した試料は室温下で位相変調型分

光エリプソメーターにより測定した。解析モデルとして  (Air/(nc-CdTe+Void)/(nc-CdTe 

+Polymer+void)/Polymer/SiO2)の積層モデルを構築し、ナノ粒子の誘電率分散モデルは

Folouhi-Bloomer model を使用した[4]。 

結果 Fig.1 に解析により求めた nc-CdTe（粒径 2.8, 3.3, 3.8nm）の誘電率スペクトルと比較のた

め bulk-CdTe の誘電率スペクトルを示す。虚数部のスペクトルでは bulk のバンドギャップ

(1.45eV)に対して nc-CdTe では量子サイズ効果により 2.0eV 付近にバンド端遷移に対応する構

造が見られ, 粒径が小さくなると高エネルギー側へのシフトが見られた。より高エネルギー領

域では、nc-CdTe では 4.0, 5.5eV 付近に光学遷移による構造が見られるが、bulk の 3.0～5.5eV

領域のスペクトル構造とは大きく異なる。このことから、nc-CdTe においてバンド端領域以外の

電子準位状態密度が bulk のものから大きく変化したことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Dielectric function spectra of nc-CdTe, a) real part, b) imaginary part 
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